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	一、标的公司所处行业与上市公司处于同行业，符合科创板定位
	二、标的公司和上市公司具有协同效应
	（一）技术研发协同：设计工艺深度绑定，补齐高端短板
	（二）制造供应链协同：解决代工痛点，双向降本增效
	（三）产品矩阵协同：电压段全覆盖，打造一站式功率方案
	（四）市场渠道协同：双向渗透，打开增量空间


